
. UKO 621:3168 . 
NORMA BRANŻOWA 

BN-8'3 
Elementy optoelektroniczne 3375-02.00 -

Fotorezysł.ory ELEMENTY 
PÓŁPRZEWODNIKOWE 

. 
Metody pomiaru parametrów fołorezysłorów 

Zamiast 
czułych na podczerwień BN·69/3375.02 

Postanowienia ogólne 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są metody 

pomiaru parametrów elektrycznych i fotoelektrycznych fo­

torezystorów przeznaczonych do pracy w obszarze promie­

Ulowania podczerwonego. 

1.2. Zakres tematyczny normy. Kolejno numerowane ar­

kusze normy· zawierają szczegółowe postanowienia dla ·0-

kreślonych metod pomiaru parametrów elektrycznych i foto­

elektrycznych rezystorów czułych na promieniowanie pod-

. czerwone. Norma obejmuje metody pomiaru: 

- rezystancji ciemnej, czułości i napięcia szumu w funk­

cji temperatury; obliczanie mocy równoważnej szumowi,de­

tekcyjności, detekcyjności znormalizowanej (ark. Ol), 

stałej czasowej (ark. 02), 

- charakterystyki widmowej czułości (ark.03) , 

- char!lkterystyki kątowej czułości (ark. 04). 

1.3. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy 

stosuje się .przy badaniach fotorezystorów czuiych na pod­

czerwień. 

1.4. Określenia 

1.4.1. powierzchnia czynna (A) powierzchnia mafe-

riału fotoczułego , zawarta między elektrodami fotorezy-

stora. 

1.4.2. rezystancja ciemna (Ro ) - rezystancja całkowi­

cie zaciemnionego fcitorezystora. 

1.4.3. napięcie sygnału (U. ) - wartość skuteczna na­

pięcia występującego na rezystorze obciążenia połączonym 

sze·regowo ze źródłem zasilania i fotorezystorem , gdy na 

powierzchnię czynną fotorezystora pada zmodulowany stru­

mień promieniowania. 

1.4.4. napięcia szumu (Un ) - wartość skuteczna na-pię­

cia mierzona w określonym przedziale częstości na rezy­

storze obciążenia połączonym szeregowo z zaciemnionym 

fotorezystorem i ze źródłem zasilania. 
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1. 4. 5. ciało doskonale czarne - termiczne źródło pro­

mieniowania, którego charakterystyka spektralna wypro­

mieniowanej energii jest zgodna z prawem Plancka. 

1.4.6. czułość napięciowa (Su) - stosunek napięcia syg­

nału (lJs ) do mocy promieniowania (W) ciała doskonale 

czarnego o określonej temperaturze, padającego na po­

wierzchnię czynną fotorezystora . 

1.4.7. względna ~harakterystyka widmowa czułości - za­

leżnośćczulości napięciowej od długości fali promieniowa­

nia padającego na fotorezystor . 

1.4.8. stała czasowi ( t) - odwrotność częstości koło­

wej modulacji promieniowania, przy której napięcie sygna­

łu spada o 3 dB w stosunku do wartości odpowiadającej cz~ 

stości zerowej. 

1. 4. 9. dopuszczalne napięcie zasilania - górna granica 

przedziału wartości napięć, w którym zależność czułości 

od napięcia zasilania jest liniowa. 

1.4.10. komora światłoszczelna - komora izolująca fo­

torezystor od zewnętrznego promieniowania elektromagne­

tycznego w całym zakresie widmowym czułości. 

1.4.11. Pozostałe określenia - wg BN-77/3375-42, a 

oznaczenia literowe -"wg PN -77 /T -01501. 07 . 

2. POSTANOWIENIA <JEK,LNE 

2.1. Wartości dopuszczalne. Warunki pomiarów powin­

ny być tak dobrane;· aby nie była prz·ekroczona żadna z 

wartości dopuszczalnych parametrów mierzonego elementu, 

chyba że to wynika z. określonej metody pomiąru, co należy 

wyraźnie zaznaczyć w normie przędmiotowej. 

2.2. Warunki temperaturowe. Jeż:eliw normie przedmio­

towej nie podano inaczej, temperatura otoczenia (romb) w 
, . 

czasie wykonywania pomiaru powin):u!: być równa: 

a) w otwartej przestrzeni 293 :t2 K, . 

b) w komorze światłoszczelnej 293 ±2 K, 

przy wilgotności względnej nie przekraczającej 75 %. 
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2.3. Wymagania dotyczące komory światłoszczelnej. 

IEonstrukcja komory powinna zapewnić takie warunki, aby 

odbida światła wewnątrz komory nie wpływały na wynik po-

miaru. 

, 
2.4. Zródła-, promieniowania 

2:4.1. Postanowienia ogólne. Rodzaj i temperaturę źród­

ła promieniowania do pomi!irów fotoelektrycznych powinna 

określać norma przedmiotowa. Każde źródło promieniowa­

,nia powinno mieć aktl1alną metrykę i musi być zasilane zgod­

,nie z warunkami podanymi w metryce. 

2.4.2. 'Model ciala czarnego jest podstawowym źródłem 

promieniowania stosowanym przy pomiarze czułości foto­

rezystElrów ezułych na promieniowanie podczerwone. Funk­

cję tę spełnia kalibrowany otwór w ekranie pieca, którego 

wnętrze znajduje się w stanie równowagi termicznej i ma 

ś<liśle określoną temperaturę. 

Temperaturę należy mierzyć w sposób ciągły, za pomo­

cą cechowanej termepary, wprowadzonej do wnęki pie~a i 

utrzymywać ją z dokładnością do ±2 K. 

2.4.3. Żarówki wstęgowe stosuje się przy pomiarach ' 

rozkładu widmowego czułości oraz stałej czasowej w za­

kresie bliskiej podczerwieni. ' 

Temperatura barwowa żarówki To ::: 2850 K wg PN -72 / 

C-99454. 

2.4.4. Pręty silitowe (globary) lub włókno Nernsta są 

stosowane przy pomiarach w obszarze dalszej podczerwieni 

poza granicą przepuszczalności żarówki. 

2.5. Modulacja: promieniowania. Należy stosować sinu-
\ 

saidalną modulację promięniowania z częstością 1000 Hz, 

jeśliopozwala na to stała czasowa fotorezystora oraz jeśli 

w normie przedmiotowej llD. dany typ fotorezystora nie llsta-

lono innej częctości. Najczęściej stosuje się 

mechaniczne obrotowe. 

modulatory 

Tarcza modulatora powinna być poczerniona i \lIlliesz­

czona między zaczernionymi, chłodzonymi ekranami. 

2.6. Wzmocnienie i detekcja sygnału. Napięcie sygnału 

fotorezystora czułego na podczerwień nale ży mierzyć mi­

krowoltomierzem selektywnym z przedwzmacniaczem. 

2.7. Zasilanie fotorezystora czułego na podczerwień. 

Fotorezystory czułe na podczerwień należy zasilać 

dem stałym. 

prą-

2.8. Dopuszczalne błędy pomiarowe. Układ pomiarowy 

powinien być tak wykonany, aby całkowity błąd pomiaru nie 

przekraczał: , 

a) 10 % przy pomiarze parametrów elektrycznych, 

b) 20 % przy pomiarze parametrów fotoelektrycznych, 

jeśli w poszczególnych arkuszach nie postanowiono inaczej. 

2.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi - wg 

PN-76/T-06500.05. 
/ 

2.10. Wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych -

wg PN-74/T-01504.00 załącznik. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. InstytUcja opracowująca normę - Naukowo- Produk­

cyjne Centrum Półprzewodników - Zakład Produkcji Pod­

zespołów Elektronicznych' w Toruniu 

2. Normy związane 

PN-72/C-99454.l4 Źródła światła stosowane w sensyto­

metrii. Zródła sztucznego światla, żarowego To == 2850 K 

PN~ 77 /T -01501.07 Elementy półprzewodnikowe. Oznacze­

'nia literowe parametrów elementów optoelektronicznych 

PN-74/T-01504.00 Elementy półprzewodnikowe. Metody 

pomiaru -parametrów tranzystorów i diod. Postanowie­

nia ogólne 

PN -76 /T -06500.05 Elektroniczne przyrządy pomiarowe . 

Wyma'gania i badania bezpieczeństwa obsługi 

BN -77 /3375-42 , Półprzewodnikowe elementy optoelektro­

niczne. 'Nazwy i określenia 

3. Autorzy projektu normy - mgr Bolesław Mirowski i 

mgr Janusz Pawlak - Naukowo- Produkcyjne Centrum " Pół­

przewodników - Zakład Produkcji Podzespołów Elektroni­

cz~chw. Toruniu. 


